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(54) Bezeichnung: SCHUTZVORRICHTUNG GEGEN STORSIGNALE

(57) Abstract 3 N

Device to protect against interference signals, intended for an electric circuit (13) and particularly suited for integra-
tion and especially to provide protection against pulsed interference at the inputs of integrated electrical circuits. For this
purpose, a signal input (1) is provided which leads to an emitter follower (4). The voltage drop of the emitter follower (4) is
compensated by a diode (8) which is connected to an input of the circuit via a capacitor (10) connected to a supply voltage
line. In the event of sudden interference signals either the emitter follower (4) or the diode (8) is closed. Next, the capacitor
is charged by a charging current source or discharged by an emitter current source (7) so that a steadily rising or falling
voltage is obtained at the capacitor (10) until a balance in potential is reached between the signal input (1) and capacitor

(10).

(57) Zusammenfassung

Schutzvorrichtung gegen Storsignale fiir eine elektrische Schaltungsanordnung (13), die besonders zur Integration

geeignet ist und besonders zum Schutz gegen impulsférmige

Storungen an Eingdngen von integrierten elektrischen Schal-

tungsanordnungen geeignet ist. Hierfiir ist ein Signaleingang (1) vorgesehen der auf einen Emitterfolger (4) fiihrt. Der
Spannungsabfall des Emitterfolgers (4) wird durch eine Diode (8) kompensiert, die iiber eine gegen eine Versorgungsspan-
nungsleitung geschaltete Kapazitit (10) mit einem Eingang der Schaltungsanordnung verbunden ist. Bei plotzlichen Stor-
signalen ist entweder der Emitterfolger (4) oder die Diode (8) geschlossen. Dann wird die Kapazitit {iber eine Ladestrom-
quelle (9) aufgeladen oder iber eine Emitterstromquelle (7) entladen, so da sich an der Kapazitit (10) eine rampenfSrmig
steigende oder fallende Spannung ergibt, bis ein Potentialgleichgewicht zwischen Signaleingang (1) und Kapazitt (10) ein-

gestellt ist.
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Schutzvorrichtung gegen Stdrsignale

Stand der Technik
Die Erfindung geht aus von einer Schutzvorrichtung gegen Stdrsignale
fiir eine elektrische Schaltungsanordnung nach der Gattung des Haupt-

anspruchs.

Eine derartige Vorrichtung ist bereits aus der DE-0S 28 32 766 be-
kannt. Sie weist eine Kapazitit auf, durch die im wesentlichen die
Zeitkonstante eines gegen h&herfrequente Stdrsignale oder Stérimpul-
se wirkenden Tiefpaffilters bestimmt wird. Das Tiefpaffilter besteht
dabei im wesentlichen aus einem Transistor, der bei Auftreten eines
Stérimpulses Uber die Kapazitdt leitend geschaltet wird und die
Stdrquelle damit niederohmig belastet. Niederfrequente Signale fiih-
ren nicht zu einem Ansprechen des Transistors, so da® die Gesamtan-

ordnung wie ein Tiefpaffilter wirkt.

Ein wesentlicher Nachteil dieser bekannten Schutzvorrichtung besteht
darin, da® eine sehr groRe Kapazitit bendtigt wird, die es nicht
ohne weiteres erlaubt, die Schutzvorrichtung monolithisch zu inte-

grieren. Denn die in integrierten Schaltungen mit vertretbarem Auf-
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wand realisierbaren Kapazitdten liegen in 'der GrdB8enordnung von
100 pF. Weiterhin kdnnen Strdme nur bis herab zur Gr8Renordnung von
0,5 ,ul sinnvoll realisiert werden. Filr noch kleinere Stréme ist

/
die Grenze durch Sperrstrdme gesetzt, die insbesondere bei hohen

Lol

Temperaturen stark ansteigen. Daher ist der Realisierung von inte-
grierten Tiefpaffiltern in monolithisch integrierter Technik eine
praktikable Grenze gesetzt, ab der aus Aufwands- oder Kostengriinden
mit einer von auflen an die integrierte restliche Schutzvorrichtung

anzuschliefenden grofien Kapazitit gearbeitet wird.

Der vorliegenden Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, eine
Schutzvorrichtung gegen Stdrsignale zu finden, die mit vertretbarem
Aufwand voll monolithisch integrierbar ist und dennoch eine hohe

Filterwirkung gegen St&rsignale aufweist.

Geldst wird die Aufgabe durch die erfindungsgemiiBe Schutzvorrichtung

gegen Stdrsignale mit den Merkmalen des Hauptanspruchs.
Vorteile der Erfindung

Die erfindungsgemifBe Schutzvorrichtung gegen Stdrsignale mit den
kennzeichnenden Merkmalen des Hauptanspruchs hat den besonderen Vor-
teil, einen besonders geringen Bauelementeaufwand zu erfordern. Da-
mit ist die Integration besonders kostenglinstig, da die integrierte’
Schutzvorrichtung besonders wenig Fliche benttigt. Weiterhin weist
die erfindungsgemdfe Schutzvorrichtung eine besonders geringe Tempe-
raturempfindlichkeit auf. Die monolithisch integrierte Ausfhrung
liefert fiir den Emitterfolger und die Diode nahezu idealen Gleich-
lauf, so daf bei der Ubertragung eines Gleichspannungspegels beson-

ders geringe Fehler auftreten.
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Weitere besondere Vorteile und Ausgestaltungen der erfindungsgem#fBen
Schutzvorrichtung gegen Stdrsignale sind in den Unteransprilchen an-
gegeben und ergeben sich aus der Beschreibung der nachfolgenden Aus-

fihrungsbeispiele.
Zeichnung

Die Erfindung wird anhand von Ausfiihrungsbeispielen in der folgenden

Beschreibung mit Hilfe der Zeichnung niher erliutert.

Figur 1 zeigt ein Prinzipschaltbild einer erfindungsgemifen Schutz-
vorrichtung, die einem Eingang einer nachfolgenden Schaltungsanord-
nung vorgeschaltet ist; Figur 2 zeigt eine besonders einfache Aus-
fuhrungsform, die fir eine vollmonolithische Integration geeignet
ist; Figur 3 zeigt eine Mdglichkeit zur Vergréferung der Kondensa-
torwirkung einer integrierten Sperrschichtkapazitit; Figur 4 zeigt
eine Ausfihrungsform mit besonders groBer Kondensatorwirkung.

Beschreibung der Ausfiihrungsbeispiele

In Figur 1 ist das Prinzipschaltbild einer m&glichen erfindungsgemi-
fen Schutzvorrichtung mit einem Signaleingang 1 dargestellt, die
zwischen einer Versorgungsspannungsleitung 2 und einer Masseleitung
3 betrieben wird. Das an den Signaleingang 1 anzulegende Signal
fiuhrt auf die Basis eines Transistors, der als Emitterfolger 4
wirkt. Ein Basisspannungsteiler aus zwei Widerstinden 5, 6 ist wei-
terhin zwischen die Versorgungsspannungsleitung 2 und die Masselei-
tung 3 geschaltet. Der Emitter des Emitterfolgers 4 fihrt Uber eine
Emitterstromquelle 7 zur Masseleitung 3. Weiterhin ist er mit der
Kathode einer Diode 8 verbunden, deren Anode ilber eine Ladestrom-
quelle 9 zur Versorgungsspannungsleitung 2 fihrt. Zwischen den Ver-

bindungspunkt der Diode 8 und der Ladestromquelle 9 ist eine Kapa-
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zitit 10 gegen die Masseleitung 3 geschaltet. Der Verbindungspunkt
ist weiterhin mit dem Eingang eines Schmitt-Triggers 11 verbunden,
dessen Ausgang mit- dem Eingang 12 einer aus Vereinfachungsgrinden

nicht weiter dargestellten Schaltungsanordnung 13 verbunden ist.

Im Ruhezustand der Schutzvorrichtung, d.h., wenn kein Signal am Si-
gnaleingang 1 anliegt, ist das Potential an der Basis des Emitter-
folgers 4 durch das Teilerverhdltnis des Basisspannungsteilers 5, 6
und das Potential der Versorgungsspannung festgelegt. Da der Span-
nungsabfall an der Basis-Emitter-Diode des Emitterfolgers 4 durch
den gleichgrofen Spannungsabfall an der Diode 8 kompensiert wird,
liegt am Eingang des Schmitt-Triggers 11 im wesentlichen das gleiche
Potential an, wie an der Basis des Emitterfolgers 4. Die Hysterese-
kennlinie des Schmitt-Triggers 11 ist so bemessen, dag im Ruhezu-
stand am Eingang 12 ein eindeutiges Ruhepotential anliegt, das an-

nihernd gleich dem an der Masseleitung anliegenden Potential ist.

Bei einem pdtzlichen positiven Sprungsignal am Signaleingang 1 folgt
das Potential am Emitter des Emitterfolgers U4 dem Sprungsignal ent-
sprechend. Da das Potential an der Kapazitit 10 und damit an der An-
ode der Diode 8 durch das vorherige Potential festgelegt ist, wird
die Diode 8 gesperrt. Der Emitterfolger 4 Ubernimmt somit den gesam-
ten Strom der Emitterstromquelle 7, wihrend der gesamte Strom der
Ladestromquelle 9 durch die Kapazitdt 10 integriert wird. Dies ge-
schieht solange, bis die Spannung an der Kapazitdt 10 gleich dem Po-

tential am Signaleingang 1 geworden ist.

Bei einem pldtzlichen negativen Sprungsignal am Signaleingang 1
bleibt dagegen das Potential am Emitter des Emitterfolgers 4 beste-
hen, da es nicht unter die um die DurchfluBspannung der Diode 8 ver-

ringerte Spannung an der Kapazitdt 10 sinken kann. Der den Emitter-

o)

w
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folger 4 bildende Transistor wird also gesperrt. Der Kapazitit 10
wird daraufhin durch die Stromquelle 7 (ber die Diode 8 solange.
Strom entzogen, bis das Potential am Eingang des Schmitt-Triggers 11

gleich dem Potential am Signaleingang 1 wird.

Bei einem rechteckfdrmigen Eingangssignal am Signaleinang 1 der
Schutzvorrichtung nach Figur 1 entsteht also am Eingang des
Schmitt~Triggers 11 ein entsprechendes trapezfdrmiges Signal. Die
Flankensteilheiten des trapezférmigen Signals am Eingang des
Schmitt-Triggers 11 sind durch die von der Emitterstromquelle 7 und
der Ladestromquelle 9 gelieferten Str¥me und die Grdge der Kapazitit
10 abh&ngig. Das trapezfdrmige Spannungssignal ist genau dann sym-
nmetrisch, wenn die Stromstidrke des durch die Emitterstromquelle 7
fliefBenden Stroms genau doppelt so grof ist wie die Stromstirke des
durch die Ladestromquelle 9 fliefenden Stroms. Der Schmitt-Trigger
11 antwortet auf ein trapezfrmiges Eingangssignal in bekannter Wei-
se so, daB an seinem Ausgang ein gegenilber dem Eingangssignal verzd-
gertes Rechtecksignal erscheint, das zur Ansteuerung der Schaltungs-

anordnung 13 herangezogen wird.

Die gesamte dargestellte Schutzvorrichtung wirkt also wie ein Tief-
paffilter, das vor den Eingang 12 der Schaltungsanordnung 13 ge-
schaltet ist. Es bietet daher einen besonders guten Schutz gegen im-
pulsf8rmige Stdrsignale flir die Schaltungsanordnung, wie sie beim
Betrieb in einem Kraftfahrzeug hdufig auftreten. Eine Anwendung der
erfindungsgeméifen Schutzvorrichtung liegt daher hauptsidchlich bei
integrierten Reglern fir Drehstromgeﬁeratéren an Bord eines Kraft-
fahrzeugs. Die erfindungsgemdfe Schutzvorrichtung ist aber univer-
sell einsetzbar und sowohl flir analoge als auch digitale Nutzsignale

geeignet.
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Eine besonders fiir eine monolithische Integration geeignete einfache
Schaltungsanordnung gemidf dem in Figur 1 dargestellten Prinzip-
schaltbild ist in Figur 2 gezeigt. Zur Vereinfachung der Darstellung
ist gegenilber der Figur 1 kein Basisspannungsteiler und auch kein

Schmitt-Trigger samt nachfolgender Schaltungsanordnung dargestellt.

Die in Figur 2 gezeigte Schutzvorrichtung weist einen Signaleingang
1 auf und wird zwischen einer Versorgungsspannungsleitung 2 und ei-
ner Masseleitung 3 betrieben. Das Eingangssignal fuhrt wir in Figur
1 auf die Basis eineé Transistors, der als Emitterfolger U wirkt.
Die Diode 8 wird durch ein Transistor realisiert, dessen Kollektor
und Basis miteinander kurzgeschlossen sind, um so die Anode der Dio-
de 8 zu bilden. Die Kapazit3t 10 wird nun durch eine Kapazitdt 101
gebildet, die gegen die Masseleitung 3 geschaltet ist, und durch ei-
ne Kapazitit 102 gebildet, die gegen die Versorgungsspannungsleitung
2 geschaltet ist. Die Gesamtkapazitdt setzt sich also additiv aus

den Einzelkapapzititen 101, 102 zusammen.

Die Emitterstromquelle 7 und die Ladestromquelle 9 gemdR Figur 1
werden nun bei der in Figur 2 gezeigten Schutzvorrichtung aus einer
‘einzigen Stromquelle 70 abgeleitet. Die Stromquelle 70 wird in ein-
fachster Ausfihrungsform durch einen einzigen ohmschen Widerstand
gebildet. Sie liefert einen Strom von der Versorgungsspannungslei-
tung 2 Uber einen als Eingangsdiode einer Stromspiegelanordnung ge-
schalteten Transistor 71 zur Masseleitung 3. Die Stromspiegelanord-
nung besitzt zwei Ausgangstransistoren 72, 73. Der Strom durch den
Kollektor des Ausgangstransistors 72 dient zur Ansteuerung der Lade-
stromquelle 9. Der Strom durch den Kollektor des Ausgangstransistors
73 stellt den Strom der Emitterstromquelle 7 dar, wozu der Kollektor
des Ausgangstransistors 73 mit dem Emitter des Emitéerfolgers 4 ver-
bunden ist. Die Emitterflichen der Transistoren 71, 72, 73 sind so
dimensioniert, daB der Ausgangsstrom durch den Transistor 73 doppelt

so groB ist wie der Ausgangsstrom durch den Transistor 72.
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Die Ladestromquelle 9 wird in bekannter Weise durch eine Stromquelle
mit drei Transistoren 91, 92, 93 gebildet. Der Steuerstrom dieser
Stromquelle wird, wie bereits gesagt, durch den Ausgangstransistor
72 bereitgestellt. Die Emitter der Transistoren 91, 92 sind mit der
Versorgungsspannungsleitung 2 verbunden. Der Kollektor des Transi-
stors 91 ist mit dem Kollektor des Transistors 72 und der Basis des
Transistors 93 verbunden. Der Emitter des Transistors 93 ist mit dem
Kollektor des Tranéistors 92 und den Basen der Transistoren 91, 92
verbunden. Der Kollektor des Transistors 93 wiederum fihrt auf die
Anode der Diode 8.

Das Verhalten dieser in Figur 2 gezeigten Schaltungsanordnung ent-
spricht dem der in Figur 1 gezeigten Prinzipanordnung, so da8 aus
Vereinfachungsgriinden hier eine wiederholte Beschreibung unterblei-

ben kann.

Die Kapazitdt 10 bzw. die Kapazitdten 101, 102 kdnnen in integrier-
ter Technik in beliebigen Varianten realisiert werden, beispielswei-
se in MOS-Technologie oder als Sperrschichtkapazititen. Bei der Re-
alisierung als Sperrschichtkapazitidten ist die Verwendung von zwei
Kapazitdten gemif der Anordnung nach Figur 2 besonders vorteilhaft,
da die Sperrschichtkapazitdten von der angelegten Spannung abhingig
sind. Dieser Effekt wird bei der Parallelschaltung zweier Kapaziti-
ten 101, 102 kompensiert. Von besonderem Vorteil ist ebenfalls die
Kompensation der gegenseitigen Sperrstréme. Weiterhin werden Stdrun-
gen auf der Versorgungsspannungsleitung 2 durch die kapazitive Span-
nungsteilung am Eingang des in Figur 1 dargestellten Schmitt~Trig-

gers 11 nur verringert wirksam

Eine MaBnahme zur Vergrdferung der Kondensatorwirkung einer Sperr-
schichtkapazitdt ist in Figur 3 dargestellt. Die Sperrschichtkapazi-

tdt ist hierfir als in Sperrspannungsrichtung betriebene Kapazitits-
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diode 103 dargestellt, die in Serie zur Emitter-Kollektor-Strecke
eines als Eingangsdiode 104 eines Stromspiegels 104, 105 wirkenden
Transistors geschaltet ist. Das Stromverhdltnis des Stromspiegels
104, 105 wird durch die Emitterfldchen einestellt. Wenn das Verhdlt-
nis der Fliche des Emitters der Eingangsdiode 104 zur Fliche des
Emitters der Transistors 105 gleich 1/n gewdhlt ist, erscheint der
in Figur 3 dargestellte Zweipol durch die Ladestromverstdrkung als
eine Sperrschichtkapazitdt mit der n+1-fachen Grdle der Sperr-
schichtkapazitdt 103.

Zur Entladung der Sperrschichtkapazitdt 103 ist eine Diode 106 vor-
gesehen, die antiparallel zu den Basis-Emitter-Dioden des Stromspie-
gels 104, 105 geschaltet ist. Dabei erscheint die Sperrschichtkapa-
zitdt 103 natiirlich nicht um den Faktor n+1 verstdrkt. Bei mono-
lithischer Integration von Stromspiegeln mit npn-Transistoren kann
die Diode 106 durch die Kollektor-Substrat-Diode der Eingangsdiode
104 gebildet werden.

Diese durch die Basis-Emiéter-Spannungen des Stromspiegels oder der
Diode verursachten Ansprechschwellen der Kapazitdtsverstidrkung kén-
nen bei Verwendung der Schutzvorrichtung fir anaioge Nutzsignale zu
einer Verfdlschung des Ausgangssignals filhren, was nicht erwiinscht
ist. Ein AusfUhrungsbeispiel der Erfindung, das diese nachteiligen
Ansprechschwellen der Kapazitdtsverstdrkung nicht aufweist, ist in

Figur 4 dargestellt.

Die in Figur Y4 gezeigte Schutzvorrichtung ist wie bei den bisherigen
Figuren 1 und 2 mit einem Signaleingang 1 versehen und wird zwischen
einer Versorgungsspannungsleitung 2 und einer Masseleitung 3 betrie-
ben. Das Eingangssignal wird in bereits beschriebener Weise auf ei-
nen Emitterfolger 4 gefihrt, dessen Emitter mit der Kathode einer
Diode 8 verbunden ist. Die Anode der Diode 8 fiihrt auf zwei Sperr-
schichtkapazitdten 101, 102 entsprechend der in Figur 2 gezeigten

Darstellung.

“y
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Die Sperrschichtkapazitit 101 fUhrt von der Anode der Diode 8 iber
die Kollektor-Emitter-Strecke eines Transistors 716 zur Masseleitung
3. Die Basis des Transistors 716 ist mit der Basis eines Transistors
73 verbunden, dessen Kollektor-Emitter-Strecke vom Emitter des Emit-
terfolgers 4 zur Masseleitung 3 fihrt. Der Kollektor des Transistors
716 ist Uber die Basis-Emitter-Diode eines Transistors 715 mit der
Basis des Transistors 73 verbunden. Der Kollektor des Transistors
715 ist dagegen an die Versorgungsspannungsleitung 2 angeschlossen.
Die Transistoren 716, 73 bilden also einen Stromspiegel, wobei der
Transistor 715 in bekannter Weise als Basisstromverstirker dient, um
eine verbesserte Gleichlaufeigenschaft zwischen den Transistoren
716, 73 2zu erreichen. In den Eingangsstrompfad des Stromspiegels
716, T3 ist die Sperrschichtkapazitit 101 geschaltet, wihrend der

Ausgangsstrompfad mit dem Emitterfolger 4 bzw. der Diode 8 verbunden
ist.

In hierzu vollkommen symmetrischer Weise wird die Sperrschichtkapa-~
zitdt 102 betrieben, die Uber die Kollektor-Emitter-Strecke eines
Transistors 718 mit der Versorgungsspannungsleitung 2 verbunden ist.
Als Stromverstirker dient ein Transistor 717, dessen Basis-Emitter-
Diode parallel zur Kollektor-Basis-Strecke des Transistors 718 ge-
schaltet ist und dessen Kollektor zur Masseleitung 3 fihrt. Durch
einen Transistor 94 wird ein Stromspiegel 718, 94 gebildet, dessen

Ausgangsstrompfad mit der Anode der Diode 8 verbunden ist.

Ein Vergleich der in den Figuren 4 und 1 gezeigten Darstellungen
macht deutlich, daf der Transistor 94 in Figur 4 der Ladestromquelle
9 in Figur 1 entspricht, wdhrend der Transistor 73 in Figur 4 der
Emitterstromquelle 7 in Figur 1 entspricht. Weiterhin ist in der Be-
schreibung zur in Figur 1 gezeigten Darstellung weiter oben ausge-

fihrt, daf ein besonders symmetrisches Betriebsverhalten der erfin-

PCT/DE87/00216
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dungsgemifen Schutzvorrichtung damit erreicht wird, wenn die Stidrke
des von der Emitterstromquelle 7 gelieferten Stromes etwa doppelt so
grof ist wie die Stromstdrke des von der Ladestromquelle 9 geliefer-
ten Stromes. Dieses Verhalten wird auch bei der in Figur 4 gezeigten
Schutzvorrichtgung eingestellt, indem dem der Transistor 718 mit ei-
nem Konstantstrom I beaufschlagt wird, wihrend der Transistor 716
mit einem weiteren Konstantstrom 2I beaufschlagt wird, der die dop-
pelte Stdrke des ersten Konstantstromes I besitzt. Diese beiden Kon-
stantstréme I, 2T werden in bekannter Weise durch Kaskadierung meh-
rerer Stromspiegel aus einer einzigen Stromquelle 700 erzeugt. Die
Stromquelle 700 kann in einfachster Ausfiihrungsform durch einen ein-
zigen ohmschen Widerstand realisiert werden. Der Strom der Strom-
quelle 700 flieft hierflir von der Versorgungsspannungsleitung 2 Uber
einen als Eingangsdiode 710 einer Stromspiegelanordnung geschalteten
Transistor zur Masseleitung 3. Die Stromspiegelanordnung besitzt
zwel Ausgangstransistoren 711, 712, deren Emitter jeweils mit der
Masseleitung 3 verbunden sind. Der Kollektor des Ausgangstransistors
712 ist mit der Basis des Basisstromverstirkers 717 verbunden. Der
Kollektor des Ausgangstransistors 711 fiuhrt auf einen von der Ver-
sorgungsspannungsleitung 2 betriebenen Stromspiegel 713, 714, wobeil
der Transistor 713 als Eingangsdiode vom Kollektorstrom des Transi-
stors 711 betrieben wird. Der Kollektor des Ausgangstransistors 714
fihrt auf den Basisstromverstdrker 715. Die Emitterflichen des
Stromspiegels 713, 714 und der Stromspiegelanordnung 710, 711, 712
sind so eingestellt, daB der Ausgangsstrom 2I des Transistors 714
genau doppelt so stark ist wie der Ausgangsstrom I des Transistors
712.

Bei der in Figur 4 gezeigten Darstellung erscheinen die Kapazititen
jeweils um das Ubersetzungsverhdltnis der Stromspiegel 718, 94 bzw.
716, 73 verstdrkt. Die in Figur 4 gezeigte Anordnung ist stidndig von
Strom durchflossen. Potential&nderungen an der Anode der Diode 8

fihren Uber die geladenen Sperrschichtkapazititen 101, 102 direkt zu
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einer zusitzlichen Ansteuerung der Stromspiegel. Da dies an einem
Schaltungsknoten durch Stromaddition sowohl bei Potentialanstieg als
auch Potentialabfall an der Anode der Diode 8 geschieht, weist die
Anordnung in Figur U4 nicht die beziliglich d.er Figur 3 geschilderten
nachteiligen Ansprechschwellen flr die Kapazit#dtsverstdrkung auf.




WO 87/07792 | PCT/DES7/00216

- 12 -

Anspriiche

1. Schutzvorrichtung gegen Stdrsignale fir eine elektrische Schal-

tungsanordnung (13)

- mit einer Kapazitdt (10), durch die im wesentlichen die Zeitkon-
stante eines gegen Stdrsignale wirkenden Tiefpaffilters bestimmt
wird,

gekennzeichnet,

- durch einen Transistor (4), {iber den als Emitterfolger Nutzsignale
und Stdrsignale in die Schutzvorrichtung eingekoppelt werden,

- durch eine erste Stromquelle (7), die mit dem Emitter des Transi-
stors (4) verbunden ist, A

- durch eine Diode (8), die mit einem AnschluB parallel zur Basis--
Emitter-Dicde mit dem Emitter des Transistors (4) verbunden ist und

- durch eine zweite Stromquelle (9), die mit dem anderen AnschluB

der Diode (8) und der Kapazitdt (10) verbunden ist.

2. Schutzvorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daf
die Stidrke des durch die erste Stromquelle (7) fliefenden Stroms et-
wa doppelt so grof ist wie die Stdrke des durch die zweite Strom-

quelle (9) flieRenden Stroms. .
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3. Schutzvorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprilche, da-
durch gekennzeichnet, daf die erste und die zweite Stromquelle (7,
9) durch Stromspiegelung aus einer gemeinsamen Stromquelle (70) ge=-

bildet werden.

4, Schutzvorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspriiche, da-
durch gekennzeichnet, daf die Kapazit#t (10) aus einer ersten Kapa-
zitdt (101), die gegen ein niederes Versorgungspotential (3) ge-
schaltet ist, und einer zweiten Kapazitit (102), die gegen ein hohes

Versorgungspotential (2) geschaltet ist, gebildet wird.

5. Schutzvorrichtung nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, da®
die erste Kapazitdt (101) mit der Eingangsdiode (716) eines ersten
Stromspiegels verbunden ist, dessen Ausgangstransistor (73) die er-
ste Stromquelle (7) bildet, und der mit einem ersten Konstantstrom
(2I) beaufschlagt wird, und dag die zweite Kapazitit (102) mit der
Eingangsdiode (718) eines zweiten Stromspiegels verbunden ist, des-
sen Ausgangstransistor (94) die zweite Séromquelle (9) bildet, und

der mit einem zweiten Konstantstrom (I) beaufschlagt wird.

6. Schutzvorrichtung nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daf
die Stdrke des ersten Konstantstroms (2I) etwa doppelt so grof ist

wie die Stidrke des zweiten Konstantstroms (I).

7. Schutzvorrichtung nach Anspruch 5 oder 6, dadurch gekennzeichnet,
da® der erste Konstantstrom (2I) und der zweite Konstantstrom (I)
durch Stromspiegelung aus einer gemeinsamen Stromquelle (700) gebil-

det werden.

- 8. Schutzvorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspriiche, da-

durch gekennzeichnet, dald die Kapazitit (10) durch Verstirkung des

durch sie flieRenden Stromes virtuell vergrdfert wird.

PCT/DE87/00216
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9. Schutzvorrichtung nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dag
die Kapazitit (103) in den Eingangsstrompfad eines Stromspiegels
(104, 105) geschaltet ist, wobei eine Entladediode (106) antiparal-
lel zur Eingangsdiode (104) des Stromspiegels (104, 105) geschaltet

ist.

10. Schutzvorrichtung nach Anspruch §, dadurch gekennzeichnet, da8
die Entladediode (106) durch die Kollektor-Substrat-Diode der Ein-
gangsdiode (104) des Stromspiegels (104, 105) gebildet wird.

11. Schutzvorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspriche, da-
durch gekennzeichnet, da® die Diode (8) durch die Basis-EmitterDiode

eines Transistors gebildet wird.

12. Schutzvorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspriche, da-
durch gekennzeichnet, daf zwischen die Schutzvorrichtung und einen
Eingang der elektrischen Schaltungsanordnung (13) hochohmige Verbin-
dungsmittel, vorzugsweise ein Schmitt-Trigger (11), geschaltet sind,
und da® der Transistor (4), lber den als Emitterfoler Nutzsignale
und Stdrsignale in die Schutzvorrichtung eingekoppelt werden, einen

Basisspannungsteiler (5, 6) aufweist.
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